
Entwicklung einer Cu-Technologie für 
leistungsbeständige SAW-Bauelemente mit 
vergrabenem Interdigitalwandler (IDT) 
• vergrabene Fingerelektroden 
• Elektroplating/Sputtern der Cu-Dünnschichten inkl. 

Ta-Si-N,O-Diffusionsbarriere 
• hohe Akustomigrationsbeständigkeit/Lebensdauer
• kompatibel zur Mikroelektronik
Wirtschaftliche Bedeutung für KMU‘s
• hohe Zuverlässigkeit / Lebensdauer der Bauelemente

selbst unter hohen SAW-Belastungen 
• neuartige innovative Bauelemente (Optische Kompo-

nenten, Nanotransport- und Dosiersysteme usw.) 
• Förderung von Synergieeffekten im Bereich zukunfts-

orientierter Technologien und komplexer Systeme

Forschungsergebnisse
• Entwicklung eines Damascene-Prozesses zur Herstellung

vergrabener IDTs in Quarz und LiNbO3
Maskierung
Trockenätzen (IBE oder RIE)
Beschichtung (Barrieren: Magnetronsputtern; 
Cu: Elektroplating oder Magnetronsputtern)
Bonden

• Entwicklung eines resistenten und bondbaren 
Deckschichtssystems 

• Simulation der SAW-Belastungen (FEM)
• signifikante Verbesserung von Leistungsbeständigkeit

und Lebensdauer im Vergleich zu Al/Ti-Metallisierungen
• hohe Aktivierungsenergie für Akustomigration 

typ. Ea=0.8 eV (Vergleich: Al/Ti: 0.4...0.6eV)
Umsetzung der Ergebnisse
• Leistungsnachweis an Power-SAW-Teststrukturen 

(Demonstrator)
• Aquisition von Projekten und Kooperationen 
• Applikation für Transportsystem nanoskaliger Partikel
• div. Publikationen, Vorträge, Poster, Diplom- und

Promotionsarbeiten
• Kooperation: SAW Components Dresden, FH Zwickau
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Herstellungsprozess (Damascene Technik)
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Unternehmen und Organisationen des Projektbegleitenden Ausschusses: Vectron International Telefilter GmbH, 
SAW Components Dresden GmbH, FHR GmbH Ottendorf-Okrilla, FAP GmbH Dresden
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 1PSAW-Teststruktur

Lebensdauer (Time-to-Failure, TTF) als Funktion von Schichtdicke und HF-Leistung (je IDT)
Metallisierungssystem: TaSiN2(20nm)/Cu(100-500nm)/TaSiN10(10nm)/TaSiO10(10nm)

Lebensdauerapparatur

Nach der Cu-Abscheidung (EP-Cu)

Nach dem CMP (FIB-Querschnitt)

Pt-Schutzriegel
Cu-Finger

LiNbO3

EP-Cu

Graben

Fertig prozessierter LiNbO3-Wafer

X: 4 W
: 3.5 W

O: 3 W
X: aufliegendes
Cu-System
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